Information

1 kbit dynamisches RAM U253D

Vorldufige Daten

Der integrierte MOS-Schaltkreis im dual-in-line-Gehduse ist ein dynamischer 1024-Bit-
Schreib-Lese-Speicher (RAM) in p-Kanal-Silicon-Gate-Technik. Der Speicher ist voll-
dekodiert, d.h. jedes Bit ist einzeln adressierbar,

Zur Steuerung des dynamischen Speicherzyklus ist nur ein externer Takt (CS) erforderlich,
da alle anderen Steuerimpulse intern von diesem Takt abgeleitet werden. Das dynamische
Speicherprinzip erfordert eine Auffrischung der Information. Dazu miissen alle 32 Zeilen
der Speichermatrix, die von Adressen AO bis A4 angesteuert werden, innerhalb von 2 ms
mindestens einmal gelesen werden. Die Belegung der Adressen A5 bis A9 (Spalten) ist da-
bei ohne Bedeutung.

- Dynamische Betriebsweise, daher niedriger
Leistungsverbrauch

- WIRED-OR ~ Moglichkeit

- EKapazitidtserweiterung durch
CHIP-SELECT-Eingang

- Zerstorungsfreies Lesen

- Alle Einginge gegen statische Aufladung geschiitzt
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Funktionsbeschreibung:

Der Schaltkreis U 253 besteht aus folgenden Teilschaltungen (siehe Blackschal:bild):

- Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten (1024 Bit)
- Adressenregister und Inverter fiir 10 Adressen

- Zeilendekoder mit Lese-/Schreib~Verstdrkern

~ Spaltendekoder mit Ein~ und Ausgabe-~Einheit

- Auffrischverstérker

- Schaltung zur Zyklussteuerung

Im Ruhezustand (CSsHIGH) sind alle Schaltungsteile schon vorgeladen, so daf im folgenden Zyklus
eine minimale Zugriffszeit muglich wird.

Im Speicherzyklus (CS=LOW) wird die ausgewihlte Zeile immer gelesen und aufgefrischt, unab-
hingig, ob von aulen gelesen oder geschrieben wird. .

Beim lesen gelangt die Information der angesteuerten Zeile, die durch die ausgewidhlte Spalte
bestimmt wird, neglert an den Ausgang DO und kann nach Ablauf der Zugriffszeit entnommen werden.
Es ist zu beachten, daB die Information am Ausgang nur bis zum Beginn des evtl. folgenden
Schreibvorganges oder bis zur Beendigung des Speicherzyklus richtig ist.
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1) Dieser Wert von R wird fur MeSzwecke bemutzt.
Im Einsatz darf RL einen Wert gwischen 100 Q ... 1 kQ haben.

2) Der Ausgangs-LOW-Strom entspricht dem Ausgangssperrstrom plus einmem
von den Taktsignalen auf den Ausgang gekoppelten St¥ranteil.
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Beim Einschreiben (WE-LOW), das erst nach Beendigung des Lesevorganges erfolgen kann, wird oL *
Sseass e < @ . P |
die Information am Eingang DI in dle angesteuerte Zelle eingesohrieben, wobei die vorherige ) r © BB
Information geldscht wird. e t: |
' . Soll nicht eingeschrieben werden, so ist ein ver=- 3 I 8 a
_____ - i | i kiirzter Lesezyklus moglich. ° T__‘ A = BB
Ugg Die zeitlichen Bedingungen fiir dem Speicherzyklus _._,ag o pa =7 = s«
sind aus dem Impulsdiagramm ersichtlich. Die Infor- . 5 @
mation am Ausgang wird an einem Widerstand abgenom— < © §

men, der zwischen DU und Upp geschaltet wird (Bild 1).
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damit dile Stbrsicherheit, verringert aber die Ge-

schwindigkeit. Ein kleiner Widerstand erhbtht die Ge- 2/77
schwindigkeit, senkt aber die Stdrsicherheit. .
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